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HMD 系列超宽温区压力 / 差压传感器芯片

■  超宽温区特性： -196℃ ~350℃

■  独特的 SOI 工艺，实现高温特性

■  首创桥阻 30kΩ，微小零点偏移，

     极佳温度特性

■  高稳定性，适合高端应用
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半导体硅材料在 150℃之上时，其漏电
流会指数级增大，从而导致其电特性无法实
现规律变化，也正是因此，超过 150℃以上
的硅材质 MEMS 传感器一直为行业中的难
点。

德尔森公司采用将 SOI（绝缘体硅薄膜）
技术与 MEMS 技术巧妙结合的方式，有效
的解决了高温下硅传感器的漏电流问题，传
承上一代 MD 系列芯片的 3D 刻蚀结构，依
然延续了其超高过压性能与高稳定性。

独特的 PVD 工艺，使传感器芯片在高
温下依然拥有优异的静压特性与长期稳定
性，使该传感器芯片完全具备军工品质的压
力与差压测量。

■  高纯度单晶硅材质
德尔森 HMD 系列单晶硅芯片采用超高纯
度单晶硅材质，其材质特性优于市场上通
用的复合硅、扩散硅材料。借此德尔森也
打破了此种材料仅被全球几家顶尖传感器
公司垄断的格局。

■  " 双梁 "MEMS 设计

德尔森 HMD 系列单晶硅传感器芯片采用
经典的惠斯通电桥原理，但在桥路设计上
创新采用了双惠斯通电桥，在桥路上实现

“双梁“。该双梁桥路，其桥阻温度特性互补，
当桥路发生自热变化或噪声干扰时，双梁
桥路实现自补偿，大幅提高芯片的抗干扰
能力与长期稳定性。

■  " 悬浮 "MEMS 结构

德尔森 HMD 系列单晶硅传感器芯片采用
全单晶硅材料，感应层与基层采取硅硅键
合，从而提高芯片的静压特性（大大优于
传统的硅玻璃键合），同时在感应层与基
层中加入 μm 级厚度的惰性材质悬浮层，
大大减小应力影响并提高绝缘特性。

■  10kPa ... 40MPa 五个标准量程 
10kPa, 40kPa, 400kPa, 4MPa, 40MPa 五
个标准量程，涵盖过程控制全压力范围。

■  优异的过压性能
10kPa 芯片过压达 1MPa（100 倍过压） 
40kPa 芯片过压达 3MPa（75 倍过压） 
绝大部分微差压应用可实现无中心膜片结
构，提高整体准确度与静压特性，同时简
化传感器结构、降低成本，让利于用户。

双惠斯通电桥

感应层（Si）

基层（Si）
悬浮层

■  " 梅花镜像 "MEMS 布局
MEMS 硅传感器芯片都需要金属化工艺，
将电桥桥阻内部引线引出，并形成一定面
积的金属绑定区。此金属线与金属绑定区
也将对硅感应膜面产生应力影响。某些厂
家将引线与引脚布局复杂而不对称，虽方
便了多种引线方式，却由于金属材质与硅
材质性能的不同，影响了传感器的温度与
静压特性。德尔森 HMD 系列芯片采用全
对称的”梅花镜像“式金属化布局，并将金
属化部分布局在芯片的最边缘，金属化部
分在温度与压力变化时，变化均匀、对称
抵消，使其影响降到最小。

■  最佳的桥路电阻性能 : 30kΩ
全球独创桥路电阻：30kΩ，有效控制温
度影响和静压影响， 保证输出信号超高信
噪比，功耗最低。

■  高性能参数
隔离：200MΩ U=10V 
静压影响：<0.1% FS/100bar
温度影响： 
1. 30℃→ 135℃→ 30℃（42h , MDS4）:
最大输出信号偏差仅为：-0.07uV/V 
2. 30℃→ -40℃→ 30℃（42h , MDS4）:
最大输出信号偏差仅为：-0.02uV/V
温度影响为：＜ 0.05%FS/K
工作温度：-196~350℃

■  单晶硅层厚度达 2.5mm
在 MEMS 传感器硅芯片技术中，硅片的
尺寸与硅层的厚度对传感器芯片的成本和
性能也起到很关键的作用。且一致的传感
器芯片材质，有利于实现最佳的温度特性
与静压特性。德尔森 MD 系列芯片，采用
全单晶硅材质，尺寸与厚度都为行业内显
著的大尺寸，不惜成本，提高品质。

产 品 特 点
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产 品 规 格

恒压供电：3~20V
推荐电压：4.5~5.5V

供电方式

引线定义

序号 电气连接
2                       V + 电源正
4                       V+ 电源正
5                       V- 电源负
9                        S- 信号输出负
10                       S + 信号输出正

尺寸图

HMD2 HMD3 HMD4 HMD5 HMD6

d(mm) 3.40 2.50 2.00 1.75 1.75

h(mm) 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45

a(mm) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

特性参数
( 在 I=0.3mA，T=23℃下测量 )

参数 min typ max        Unit
桥阻 27 30 33  kΩ
偏移电压 -5 2 +5 mV/V
供电电压 - 3 10 V
供电电流 - 0.3 1 mA
桥阻的温度系数 +0.05 +0.08 +0.12 %FS/K
零点的温度系数 -0.05 ±0.03 +0.05

%FS/K
满点的温度系数 -0.05 -0.08 -0.15
温度零点回差（42h）
（30℃~135℃~30℃）

-5 ±2 5 uV/V

静压特性 - ≤ 0.05 1 ±%FS/10MPa
长期稳定性
（1000h，135℃）

- ≤ 5 ±20 uV/V

非线性 - ≤ 1 - ±%FS
灵敏度 5 10 - mV/V
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量程与过压

型号 压力量程 单边过压 
HMD2 10kPa 1MPa
HMD3 40kPa 3MPa
HMD4 400kPa 4MPa
HMD5 4MPa 10MPa
HMD6 40MPa 60MPa

温度适应性
( 温度由 -50℃升高至 300℃，芯片漏电流变化曲线 )

由下图可得，MD 系列在温度高于 150℃时，漏电流明显上升并已超
出极限位；而 HMD 系列在整个至 300℃的温度段，漏电流都在可控
的范围内，都能实现可靠信号的测量。


